
MasterGaN系列提升功率密度和上市速度

600 V半桥增强模式GaN HEMT带高压
驱动器

MasterGaN系列

关键特性与优势
集成了半桥栅极驱动器和高压功率
GaN晶体管的600 V系统级封装：
 QFN 9 x 9 x 1 mm封装
 嵌入式栅极驱动器可以由集成
式自举二极管轻松供电

 热保护
 扩展的3.3 - 15 V输入范围，具
有滞回和下拉功能

 准确的内部定时匹配
 互锁功能
 -40至125°C的工作环境温度范
围

 高开关频率 >1 MHz
 无需费力了解GaN
 较快的产品上市时间

主要应用
 开关模式电源
 快速充电器
 USB-PD适配器
 PFC，高压DC-DC和DC-AC转
换器

 UPS系统
 太阳能
 LED照明

www.st.com/mastergan

MasterGaN器件充分利用GaN技
术，适合广泛的功率转换和充电
应用，且无需投入大量的设计工
作和资金。
输入可以直接连接到MCU引脚或
模拟控制器，由紧凑的器件来管
理速度超快的嵌入式GaN HEMT
开关，以确保满意性能。

https://www.st.com/zh/power-management/integrated-smart-gans.html
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MasterGaN系列是一款先进的系统级功率封装，在半桥配置中
集成了栅极驱动器和两个增强模式GaN晶体管。

集成功率GaN具有650 V漏源击穿电压，而嵌入式栅极驱动器的
高侧可由集成式自举二极管轻松提供。
MasterGaN系列带来更高的电源效率和功率密度，可大幅降低
拥有成本。

更高的功率密度可以帮助设计人员开发体积只有四分之一、重
量仅为三分之一的快速充电器和USB-PD适配器。

由于与传统的硅MOSFET相比具有更高的效率和频率性能，可
以取消散热器或大幅缩小散热器尺寸，降低快速充电器、USB 
PD适配器、LED照明驱动器、电视机电源和服务器/电信电源设
计的重量。

评估生态系统

MasterGaN片上系统
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MASTERGAN1

具有两个
650V增强模
式GaN HEMT
的高功率密度
600 V半桥高
压驱动器

11

欠压锁定， 
联锁功能， 
过温， 
自举二极管

10 150 150

EVALMASTERGAN1；
EVLMG1-250WLLC; 

EVLONE140W;  
STDES-200GANADP

MASTERGAN2 6.5 225 150
EVALMASTERGAN2; 
STDES-65ACFADP

MASTERGAN3 4 450 225 EVALMASTERGAN3

MASTERGAN4 6.5 225 225

EVALMASTERGAN4; 
EVLMG4-500WIBCK; 

EVLONE65W; 
EVLONEMP

MASTERGAN5 4 450 450 EVALMASTERGAN5

MASTERGAN1L 联锁功能， 
过温， 
自举二极管

10 150 150 EVLMG1LPBRDR1

MASTERGAN4L 6.5 225 225 EVLMG4LPWRBR1
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